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１．概要（Summary） 

メッキ技術を用いて CoPt 薄膜を導電性下地層が付い

た基板上に制御性良く形成し、その基本特性を明らかに

する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

環境維持・制御装置、グロー放電発光分析装置、メッキ

装置 

 

【実験方法】 

配向性の金属下地膜が付いた基板をメッキ槽のホ

ルダーに取り付け、基板表面と電極間の導通をテスタ

ーでチェックしたのち、化学洗浄を行った。カソード

にホルダーを取り付け、アノードに Pt メッシュを取

り付け、参照電極の下部を取り外した。メッキ槽の半

分を満たすまでメッキ液を注ぎ入れ、参照電極をカソ

ードの近くに取り付け、アノードとカソード、参照電

極を電源に接続した。 

パソコンで電気信号のモニターを開始し、メッキ電

源をオンにし、成膜を開始した。所望の時間になった

ら電源を止めた。 

メッキ後、水で洗浄し乾かした。 

メッキ後の試料は、種々の組成測定、段差測定、Kerr

磁気光学効果顕微鏡観察、試料振動型磁力計やＸ線回

折測定などを実施し評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

メッキ後の表面観察から、確かにメッキ膜が形成された

ことを確認した。 

組成測定から所望のＣｏＰｔの組成が得られたことを確

認した。また、メッキ液の組成やメッキ電位を制御すること

で、メッキ膜の組成を変調できることもわかった。さらにメッ

キ液の攪拌速度も組成に影響することを確認した。 

また段差測定からメッキ成膜速度を明らかにした。 

Kerr磁気光学顕微鏡測定から所望の磁気異方性の膜

が得られていることを確認し、試料振動型磁力計の測定

で、膜の飽和磁化がＣｏＰｔの文献値とおおよそ一致するこ

とがわかった。 

さらにＸ線回折測定から、ＣｏＰｔの結晶構造が形成され

ていることを明らかにした。 

以上のように、本課題ではＣｏＰｔのメッキ成膜することに

成功し、その基本特性の評価を終えることができた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究の一部は、JST、CREST、JPMJCR21C1の支援
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